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る。第 2章から第 6章は二つの部に分かれている。 
第 1部は、第 2章～第 4章の 3章から構成されており、結晶性高分子である poly(3-hexylthiophene) 
（P3HT）を D 材料に、非晶性高分子であるフルオレン共重合体（PF12TBT）を A 材料に用いた高分子
薄膜太陽電池を作製し、素子特性を支配する要因を相分離ナノ構造と光電変換素過程の観点から議論
している。各章の内容は次のように要約される。 


























イン純度の向上と P3HT の結晶化を促進できた。その結果、D/A 電荷分離界面積の低下を招くことなく、
自由電荷生成効率と電荷輸送効率を増加させることにより、PCEを向上させることに成功した。 
第 2部は第 5章と第 6章の 2章で構成されており、第 2部では、近赤外波長域に光吸収を有する狭バ
ンドギャップ共役高分子を新たに用いることで光捕集効率の向上を達成するとともに、正孔・電子移動度の
最適化により、PCEの飛躍的な向上を実現している。各章の内容は次のように要約される。 
第 5 章では、D 材料にキノキサリン誘導体とチオフェンとの共重合体（PTQ1）を、A 材料には近赤外光
吸収と高い電子移動度を有する、ナフタレンテトラカルボン酸ジイミド誘導体とビチオフェンとの共重合体
（N2200）を用いて PTQ1/N2200ブレンド薄膜太陽電池を作製した。D/Aブレンド比が素子特性に与える
影響について検討した結果、D組成を 20 wt%から 70 wt%に増加させると JSC, FFのいずれも増加する






第 6章では、近赤外光吸収と高い電荷移動度を有する共役高分子を D, A両材料に用いた。ベンゾジ
チオフェン誘導体とチエノチオフェン誘導体との共重合体（PBDTTT-EF-T）を D 材料に用い、N2200 を
A 材料に用いた PBDTTT-EF-T/N2200 ブレンド薄膜太陽電池では、太陽光の光子密度が最も高くなる


































(4) 近赤外光吸収と高い電荷移動度を有する共役高分子を D, A 両材料に用いた素子では、太陽









認める。また、平成 27年 2月 20日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、
申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
